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2 x 4-Bit-Buffer/Leitungstreiber,
nicht invertierend
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Anschlufbelegung, Schaltzeichen

und IEC-Zeichen

Bauform U 74 HCT 241 DK: DIP-20, Plast (Bild 8)
Bauform U 74 HCT 241 S: SO-20 (Bild 30)
Typstandard: TGL 42643/18

Funktionstabelle
T Eingédnge Ausgénge Eingédnge Ausgéinge
OE1 Aln Yin OE2 A2n Y2n
I L L H L L
L H H H H H
H X hochohmig L X hochohmig

Ausgewdhlte Kennwerte

(n = 0 bis 3),(x = L oder H)
* Buffer-Tristate-Ausgénge *

Kurz- : . ot
Kennwert zeichen | MeBbedingung min, max. Einheit
Verzogerungszeit tP Ta = -40 bis 85 °C 28 ns
A --»Y tP Ta = 25 °C 22 ns
. . . = . : o
Selektionszeit VAL Ta 40 bis 85 °C 32 ns
o8 —- i == ns
hochohmig ---» High, Low tooy, Ta 25 °C
: . . o : 0
Deselektionszeit tPHZ’ Ta 40 bis 85 °C 38 ns
ig - i = 0 30 ns
High, Low --#hochohmig tPLZ Ta 25 °C
Anstiegs- und Abfallzeit by ’I‘a = -40 bis 85 °C 15 ns
= 0 12 ns
tp Ta 25 °C




gcT-Schaltkreise

Cﬂ,los_Schaltkreise der Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK sind durch folgende Eigenschaf-

ten g(;3|<ennzeichnet:

_ Kompatibilitéit zur internationalen CMOS-Baureihe 74 HCT 00,

AnsehluB- und Funktionskompatibilitdt zur internationalen LS-TTL-Baureihe 74 LS 00,
SChaltgeschwindigkeit ghnlich der internationalen LS-TTL-Baureihe.

Im rrequenzbereich bis etwa 5 MHz geringere Leistungsaufnahme der Schaltkreise ge-
geniiber Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe, damit erhebliche Senkung des Aufwandes
fir die Realisierung von Stromversorgungseinheiten. Die geringere Leistungsaufnahme
bildet die Voraussetzung fir die Realisierung portabler, batteriegespeister, komfortab-
jer Gerdte und ermoglicht eine hohere Packungsdichte auf Leiterkarten und damit ein
geringeres Gehdusevolumen,

Die hohere Storsicherheit ermoglicht die Realisierung storsicherer Schaltungskonzepte
und die VergrdBerung der Anwenderbreite von Logikschaltkreisen.

Die Ubereinstimmung in AnschluBfolge und Funktion sowie eine &hnliche Schaltge-

schwindigkeit ermdglicht den Austausch mit Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe 74 LS 00.

Grenzwerte
Betriebsspannung UCC = -0,5 ... 7,0V
Eingangsspannung UI =-0,56 ... 0,5V
Ausgangsspannung UO =-0,5 ... 0,5V
Eingangsdiodenstrom gl < 20 mA
Ausgangsdiodenstrom okl < 20 mA
Ausgangsstrom fiir |IO| < 25 mA
Standardausgénge
Ausgangsstrom fiir ol <35 mA
Buffer-Tristate-Ausgénge
Betriebsstrom fir IS mit |l .|,]I |< 50 mA
Standardausgéngen SEEEED
Betriebsstrom fiir IS mit  [1,.[,[lqypl< 70 mA

Buffer-Tristate-Ausgénge

Gesamtverlustleistung Pt < 350 mW
(DIP-Gehduse)

'I‘a = -40 ... 70 °C

Gesamtverlustieistung - P
(DIP-Gehiuse)

'I‘a = 85 °C

Lagertemperaturbereich 'I‘Stg = -40 ... 85 °C

250 mW

IN

tot



Betriebsbedingungen  HCT-ICs

Betriebsspannung UCC = 4,5 . 5,6V
Eingangsspannung (t < 15 ms) U, =-1,5 oo Ut 1,5V
(t< 15 ms) UI=GND—O,5 Ut 0,5V
Eingangsspannung H UIH <2V
Eingangsspannung L UIL <0,8V
Betriebstemperaturbereich Ta = -40 ... 85 °C
Anstiegs- und Abfallzeit tLH’tHL < 500 ns
der Eingangsimpulse an
Eingéngen ohne Schmitt-
Trigger-Charakteristik Haltezeiten t <
U 74 HCT 74 DK S d s
Taktfrequenzen tHD v
U 74 HCT 74, 175 DK fc < 20 MHz U 74 HCT 51:;745’13?(74’ up S 9 ns
U 74 HCT 374, 534 DK f_ < 18 MHz
¢ U 74 HCT 192, 193 DK typ < 0 ns
Taktimpulsbreiten Setzzeiten
U 74 HCT 74, 175 DK tCL’tCH <25 ns U 74 HCT 74, 192, 193 top < 25 ns
U 74 HCT 192, 193, tCL’tCH < 31 ns 4%y gud DR
534 DK U 74 HCT 175 DK tSD < 20 ns
U 74 HCT 374 DK tCL’tCH < 28 ns
Z&hlfrequenzen
U 74 HCT 192, 193 DK fCU’fCD < 16 MHz
Statische Kennwerte
Ausgangsspannung H Upy =44V Statische Stromaufnahme
(Upe = 4,5 V, lgy = 20 pA) (Uag = 555 V)
Ausgangsspannung H U = 3,84V " .
(UCC = 4,5V, —IOH = 4 mA) OH fir Gatter-IS ICC = 20 pA
fiir IS mit Standard-Ausgéingen fir Flip-Flop 1o, = 40 ya
fiir MSI-IS I = 80 uA
Ausgangsspannung H UOH = 3,84 V cC ¢
(UCC = 4,5V, oy = 6 mA)
fiir IS mit Bus-Treiber-Ausgingen
Reststrom der Tristate-Ausginge
Ausgangsspannung L UOL =0,1V im hochohmigen Zustand sowie
(Uoe = 4,5 V, Iy, = 20 pA) ggzr‘ El‘i)n-/Ausgéinge im Zustand
jingabe
Ausgangsspannung L U =0,33 V I =
(Ugg = 4,5 V, Iy = 4 mA) OL znollzpf=5 A
fir IS mit Standard-Ausgéngen
Ausgangsspannung L UOL = 0,33 V

(UCC = 4,5V, IOL = 6 mA)
fiir IS mit Bus-Treiber-Ausgéngen
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